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Este invento se refiere a montajes electrdnicos
en formg de paquete y de un modo més especial a una dispo-

gicibn de montaje electrdmico para cirecuitos de tratamien-—

't0 de datos a gran velocidad.

En lg industria del trgtamiento de datos se con-

i cede gran importancia a la velocidad de fumcionemiento de
]

Euha méquing. Bste factor determina la cantidad de trabajo
‘ .

gue puede rendir una miguina a lo largo de un periodo pre=
determinado de tiempo y constituye una medida de eficacis
en relacibén con los equipos de la competencia. Como resule
tado, se estd reglizando un esfuerzo continuado para mejo-
rar las velocidades de funcionamiento de nuevas familias
de miquines de tratamiento de datos.

Utilizando circuitos de reciente desarrollo, es
‘ahora posible planificar, disefiar y construir méquinas cor

retardos de la sefial de decisidn ldgica, entre etapas, del

orden de nanosegundos (ZI.O"9 segundos). Un desarrollo o -

perfecciongmiento, en particular, que ha hecho posible es-
te avance es el del circuito integrado monolitico. El ta—~
; mafio fisico extremadamente pequefio de una escama u oblea

‘de circuito integrado simple, en si mismo y de por si mis-

mo, reduce considerablemente el tiemQP de retardo de la se-
fial entre los circuitos independieites incorporados en un
escama y hace posible una tecnologfa ldégica de nanosegun-
dos, No obstante, la produccidn de un sistema de trata-
miento de datos capaz de operar con retardos de decisibn
légica del orden de pocoé nanosegundos (por ejemplo de 2
nanosegundos), exige algo més que circuitos integrados mos
noliticos exclusivemente. Debe proveerse una.disposici6n

de dontaje en forma de paquete que 46 acomodo a un cierto

- 2 _34 1 637




10

15

20

25

30

9.6.67

5
Y i
é. ﬁl uihﬁ)ny “1

§ e

nimero de escamas individuales, que sea capaz de disipar

il

)

grandes czntidades de calor; gue proporcione interconexio-
nes interiores suficientes para hacer minimo el nimero de
terminales de entrada y salida; que proporcicne pequefios

retardos de lg sefial entre escamgs de circuitoé integra-

dos; y que impida que las perturbaciones que se produzcan
en un circuito me propgsguen a otros circuitos,

Para proporcionar algunos niimero que den una in-
dicacifn de lag magnitud de los problemas planteados por
las exigenclas expuestas en lo que antecede, sirven de -
ejemplo las constantes fisicas inherentes en una tecnolo-
gla de circuito integrado de dos nenosegundos. E1l retardo
de la seflal a través de cualquier circuito lbégico indepen-—
diente en una tecnologia de 408 nanosegundos no puede ex—

ceder de 0,7 nanosegundos; el retardo debido a la carga,

de 0,7 nanosegundos, y el retardo del monteje (tiempo re-%

querido para que la sefial efectie el recorrido de circui—%
t0 a circuito) no debe ser superior g 0,6 nanosegundos. Eé-
ta Gltima exigencig restringe la longitud media de inter-
conexidn entre circuitos conectados en serie a aproxima-
damente 5,1 a 7,6 mm. Asi, en una miguina que emplee de
40,000 a2 100,000 circuitos, la densidad de cireuitos reque-
rida es de al menos 16 circuitos por centimetro cuadrado.
Se puede formgr una idea del problema de la re-
frigeracién con tales densidades de circuito si se tiene |
en cuenta que cada circuito disipa aproximadamente 100 -
milivatios. Asi, con 16 circuitos por centimetro cuadrado;
la densidad de potencia es de 1,6 vatios por centimetro
cugdrado - 1o que represanta una disipecidn de potencia

por unidad de superficie superior a la que proporciong un
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tostador doméstico usual.
Las densidades de cableado en tal paguete son

sunamente altas y los espaciamientos entre conductores se

108 o raa an 0 o s s RS

‘miden en centésimas de milimetro, como igualmente las di-
gmensiones de los conductores. Con secciones trasversales

Etan requefias, se requieren conductores de resistencia -

heléctrica extremadamente baja, tipicamente materigles pa—
ra circuito impreso de méxima estabilidad dimensional. 102
tiempos de aumento de lg sefial en tal tecnologla represen;
tan solamente fracciones de nanosegundo, y por tanto de-

ben ser manejadas como seiiales de frecuencig ultraeleva~

da. Como resultado, la totalidad de los sistemas de con~
ductores en tal tecnoldgia deben ser construidos cogo 1i-
neas de tranemisidén con espaciamientos de dieléetrico es-—

trechamsnte controlados entre los planos de tierra y las

f 1lineas conductoras para proporcionaer impedancias de 1ines
. conocidas. También debe cuidarse de evitar la diafonia -
; entre conductores. El material dieléctrico, ademas de pro
: porcionar el efecto aislante deseado, debe Hembién poseer

wna constante dieldéotrica extremsdamente Dbaja para permi

tir miximas velocidades de propagacidn de lag sefial. Bn los

circuitos de distribucidn de potencia, no debe permitirse
que las perfurbaciones de la corriente inducidas en el -~
sistema de alimentacidn de potencia por un cireuito afec-
ten al funcionamiento de los circuitos contiguos. Bllo exi-
ge desacoplar, para 1o cual se emplean generalmente conden
sadores en derivacidn de gran capacidad. Tales dispositi-
vos requieren espacio fisico y no es fécil proveerios en
un gmbiente de circuitos integrados. .

5

TLas técnicas actualmente conocidas de montgje de

4
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cirouitos integrados monoliticos en paguetes, acomodan so-
lamente une escama por montaje individual. Este tipo de

montaje anula gran parte de lag ventajas en cuanto a tamg
fio obtenidas mediante el uso de la tecnologia monolitica.

En consecuencia, un objeto de este invento es
proporciongr un montaje de circuitos mejorados en pague—
te.

Otro objeto de este invento es proporcionar un
montaje (paquete) de circultos mejorado, adaptado para usp
ocon circuitos para el tratamiento de datos g gran veloci-
ded.

Todavia otro objeto de este invento es propor-
cionar un montaje de circuitos mejorado en paguetec adap-— !
tado para mansjar altos niveles de disipacibn de ener— ‘
gla.

Todavia otro objeto de este invento es propor- ;
cionar un montaje de circuito mejorado en paguete adap—-
tado para alojar una pluralidad de circuitos integrados
monoliticos en estrecha proximidad.

Todavia otro objeto de este invento es propor-
cionar un montaje de circuitos en paguete que estd adap-
tado para mantener una pluralidad de circuitos integrados
monoliticos sustancialmente a la misma temperatura.

. {
De acuerdo con los objetos expresados en lo que;

o

entecede, se ha provisto un montgje (paguete) de eircuito
que incluye un primer ouagdro de cirocuitos provisto de ghepr-
turas, con dispositivos semiconductores situados en cada

abertura. Un sesundo cuasdro de cirecuitos estd colocado ~

junto g una cara del cuadro de circuitos provisto de gbers

turgs, y conectado con éste, Unos medios de enfriamiento
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énerado por los dispositivos. Empleando dos cuadros de cir-

¥
'

‘uno se utiliza para trasmitir voltajes de alimentacién de

' ra dejar al descublerto el lado inferior del mismo.

isos dispositivos semiconductores para disipar el calor ge-

. 1, mientras que el otro cuadro de circuito estd comstrul

estdn conectados en la otra cara del cuadro de ecircuitos

provisto de aberturas y conecta fisicamente a los diver-

cuitos separados como se ha desorito en lo que antecede,

energia y tiene el desacoplamiento construido enterizo en

|3

do con aislamiento de comnstante dieldeirica conveniente-
mente baja para suministrar las interconexibges de sefial.

Los anteriores y otros objetos caracteristicas
y ventajas del invento, se pondrép de mgnifiesto de lg -
descripeibn mis detallada que sigueds la realizacidn pre-
ferids del invento, tal como se ha ilustrado en los dibu-
jos que se gcompafian.

En los dibujos:

Ia Fig. 1A es una vista en perspectiva isométri-

ca del mbédulo de circuitos con su parte superior girada Ppg

Le Fig. 1B es una vista en perspectiva isométris
ca del invento en su forma totalmente monteado.
Ia Fig. 2 es ung vista en corte del nédulo total-
mente montado representado en la Fig. 1B.

Ia Fig. 3 es una ¥ista en perspectivaisoméirica

en que se ilustra un montaje de médulos y de medios de en-
friamiento para ellos.

Refiriéndonos shors a la Fig. 14, el médulo de

circuito 10 comprende dos secciones, la seccidn 12 de diss
tribucién de energia y portaescamas o obleas, y la seccifn

14 de clavijas e interconexidn-de sefiales. Ia seccién 12

341637




v 'ha éido retirads ¥y girafa para mostrar mejoxn la construc-—
cibn interior del mdédulo. La seceibn 12 de distribucidn de
energia y portaescamas estd constituida por dos partes prin
‘cipales, una placa metalica de enfriamiento 16 y un cuadro

5 ) 518 de circuito de capaé miltiples y provisto de aberturas.
gLa placa de enfriamiento 16 esti provista de una plurali-:
.dad de pedestgles 20, cada uno de los cuales soporta una |
;escama de circuito integrado monolitico 22, 24, etc.. -

- (Otras zonas de escama se han representado simplemente me—

10 diante contornos en lineas de trazos 26, 28, etc.). Adn -
cuando se han ilustrado nueve 4reas de escama, debe ftener-
{se presente gque el tamafio del médulo 10 puede ser modifi-
cado para acomodar exactamente el nimero de escamas que Se
requieran.

15 Cadg pedestal ¥y su escama asociada (por ejemplo
22) encaja dentro d¢ una abertura en el cuadro 18 de cir-
cuito impreso de capas miltiples. Ia cara superior de la
escamg 22 monolitica es sustanciglmente coplanaria con la
cara superior del cuadro de circuito 18. En la superficie

20 del cuadro de circuito 18 hay dispuestos ung pluralidad de
receptéculos 30, 32, 34 de contacto rebajados, que estén

terconectados con la cara superior de la escama 22 de
circuito integrado monolftico por intermedio de conducto-
res de interconexibn 36. Los receptéculos de contacto re-

25 bajados y sus conductores asociados proporciongn acceso a
- los diversos conductores de seilal y dispositivos en la es-
cama 22. Una pluralidad de conductores de interconexibn ~
més cortos 38 proporcionan interconexiones de potencia en-
tre el cuadro de circuito 18 y la escama 22. Alrededor del

30 borde del cuadro 18 hay dispuestos receptaculos de contac-

341637
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zto rebajados gdicionales 40 que proporcionén interconexio-

nes de potencia entre las secciones 12 y 14 del mbdulo =
110,

Lo seceibn inferior 14 del mbdulo 10 proporcio-

5 na interconexiones de seflal entre varias de las escamas
, 22, 24, ete. de circuito integrado monolitico. Ia seceibn|
§14 comprende tres partes principales, el cuagdro de circui-
to 42 de capas miltiples, una placa de refuerzo 44 y una
pluralided de clavijas de interconexidn 46. Una plurali-
10 dad de espédrragos 48 de sefial y espirragos 50 de poten-
'cig estén colocados en lg superficie superior del cusdro
42 de oircuito de capas miltiples. Cads espirrago de po-
tencia y &e sefial acopla con un receptdculo de contacto
rebajado similar cuando se baja la seceibn 12 y se a60pla
15 con la seceibdn 14 del mbédulo 10. La altura de los espirra-

gos de sefial 48 y de los espirragos de potencia 50 puede

ghacerse guficiente para proporcionar un desplazamiento de

gla seccin 12 con respecto g la seccibén 14 para evitar con

Eello que las dos secciones hegan contacto entre s{, evitén-
20 %dose de ese modo cualquier intermeccién entre los circuitos

ide potencia y de sefial. Cada uno de 1los espirragos 48 y

| 50 est4 conectado por intermedio de una conexibn o aguje-
ro pasente a ung parte interior del ocugdro de circuitos
42, Bl cuadro de circuitos 42 tiene dos capas 52 y 54 de
25 interconexién de sefiales, con lineas conductoras que dis-
i curren en la direceidn X en la capa 52 y en la direccién
Y en la capa 54. (Por suﬁuesto, pueden proveerse capas -
adicionales de interconexiones de sefigles). Un plano 56 deé
apantallamiento puesto g tierra estd interpuesto entre los

30 planos 52 y 54 de sefiales, y las interconexiones entre dos

o, 941637
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plenos son provistas por intermedio de conecfadores 58 de?
agujero pasante.

Ta placa de refuerzo 44 proporcions rigidez es- |
tructural para el cuadro de circuito de capas miltiples 45
y proporciona adicionalmente soporte para las clavijas 46,
Cadg una de las clavijes 46 establece conexiln con una de
las lineas de circuito en lg capa de circuitos 54.

En la Fig. 1B se ha repregsentado el montaje o pa-
quete completamente montado. La place de enfriamiento 16
estd provista de una parte prolongadq 60 (no representads
en la Fig. 1A) para permitir su insercibn en una estructu~
re de refrigeracibn (que se estudiari en lo que sigue con
relacidn a la Fig. 3). |

Refiriéndonos shors a las Figs. lA y 2 juntas,
se describird cada seccifn de mbédulo 10 con mayor detallej
en relacifn con su estructura y con su funcibn, Ia placa

de enfriamiento 16 estd de preferencia fabricads de un ma-

terial cuyo coeficiente de dilatacidn térmica es sustan-

i
cialmente similar al del mgterial de la escama 22 de circul
!

!

nsglmente, el materigl de la placa de enfriamiento debe tei
i

0 integrado monolitico (por ejemplo de silicio). Adicio-

ner también baja resistencia térmica para permitir con -
ello una transferencia eficaz de calor desde la escama 22,

!
Un metal tal como el molibdeno cumple estas dos exigenciad.

Lg escama 22 estd unida por el reverso al pedesT
tal 20, Esta configuracidn proporcions un méximo de transi
ferencig de calor de la escama 22, a través del pedestal ]

20 placa de enfriamiento 16 y parte prolongada 60. La unién

H
3

entre el pedestal 20 y la escama 22 puede ser de cualguie-

ra de entre una serie de tipos biem conocidos, pero segin

341637
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runo preferido se emplea la colocacidn inicial de ung capa

' la escame y el pedestal. Este tipo de unién tiene buenas

i

i
i
¥
i
3

i
.

ines de la pleca de enfriemiento. La plancha de alimina -

i de circuito 18 es una estructura de capas miltiples que in

delgada de oro en la parte posterior de la escama 22. Cuan
do la superficie con respaldo de oro de la escama 22 y el
pedestal 20 son luego llevados g contacto y calentados, .

se produce una ligadurs eutéctica de silicio y oro entre |

caracteristicas de resistencia mecénica y Qe transferen-
cia de calor,

Si se desea aislar eléctricamente la placa de
enfrigmiento 16 y el pedestal 20 del aparato de refrige-
racibn, puede interponerse una capa conductora del calor ¥y
aislante de la electricidad (no representeda) entfe la pla-
ca principal de enfriamiento 16 y la seccidn superior 60.
Tal capa interpuesta puede comprender una plancha delgada
de aliming cuyas superficies hgyan sido previamente meta-

lizadas y que se interpone.. y se une entre las dos seccios

aislard eléctricamente lgs secciones de la placa de enfria-
miento y al mismo tiempo proporcionars adicionglmente bues+
na transferencia de calor entre ellas.

El sistema de distribucidn de potencia y de de-
sacoplamiento para las escamas 22 se hg provisto a través

del cuadro de circulto 18 provisto der aberturas. Bl cuadro

cluye capas interpuestas de material ceramico 66 y capas

de metalizacibén 68, 70, y T2. El material cerdmico 66 .es

de preferencia un naterial de constante dielédetrica eleva:
da, tal oomo el titangto de bario. Ias cepas 68 y 72 de ml-
talizacibn proporcionan interconeXiones de potencia entre

varias de las escamas y el receptdculo de potencia 40. El

341637
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'recepticulo 40 estd interconectado con la capa 68 o con la
}capa 72 mediante agujeros pasantes conductores similares
‘a los representados en 74, Cada escama (por ejemplo lg 22')
:esfé interconectada al circuito de distribucidn de poten—~
;cia por medio de un conductor 38 el cual interconecta lg
jmeseta 76 en la escama 22' con el conductor 78 de aguje-
éro pasante, el cual conecta a su vez con el plano 68 de -

distribucidn de potencia.

La capa de metalizacidén 70 estd conectada (no

‘habiéndose representado) a una fuente de potencial de re-
.ferencia y proporciona un plano de tierrs o de masa para
‘las capas de distribucién de voltaje 68 y 72. Esta cons-

fruccidn proporciona un circuito de desacoplamiento incor-

porgdo, de gran capacidad, para cada una de las capas de
distribucidn de voltaje 68 y 72. Por ejemplo, si un circui-
t0 en una de lps escamas 22 induce una perturbacidn de vol-
taje en la capa de metalizacibén 72, la gren capacitancia
que existe entre la cepa de metalizacidn 72 y el plano de
tierra T0 gbsorbe eficazmente fales perturbgciones.

Como se ha expresado en lo gue antecede, cada es-
cams, 22 estd interconectada con el cuadro de circuito 18 de
capas miltiples por uns pluralidad de conductores del ti-
po de cilerre o de puente. Para proporcionar esas interco-
nexiones pueden emplearse una serie de téenicas de inter-
conexibn, pero una preferida es una técnica de intercone-
xi6n de calcomania descrita en la solicitud de Patente pa-
ra los EB,UU. nimero 53373 de Chance y otros, cedida al
mismo cesiongrio de esta solicitud. Brevemente expuesto,
se proporciona una lémina de reséaldo de calcomenia con
ung pluralided de tiras conductoras. Ia calcomania se co-
locg vuelta hacia abajo sobre la superficie de cala esca-

941637
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ma semiconductora, Ge tal manera que las tiras conductoraé
se glinean con las mesetas en la eScama y con los receptéég
los en el cuasdro de circuito. Se baja entoncés una cabeza
de unibn o ligadura, a través de la léming de rgspaldo; pa-
rg conectar entre si las tiras conductoras con las respecQ
tivas mesetas y &reas de conexifn. Se quita entonces la 14-
ming de respalde de la calcomania dejando las tires conduc%
toras firmgmente unidas g las 4reas de contacto y salvandq
el espacio entre las escamgs y el cuadro de circuito. A
, Para evitar que se produzean pérdidas capaciti—%
vas entre 1os recepticulos de sefial 30, 32, etc. y el drea
de metalizacidn subyacente 72, el materigl cerimico 66 -?
que queda entre ellas puede éstar constituido por wn mate—i
rial con una baja constante dieléctrica, tal como un mate~
rigl de alimina o de porcelana alcalino-terreo y circonio,
Tales materiales tienen bajas constantes dieléetricas y
evitan que se produzca cualquier capacitencia de considera=-
cibn entre los recepticulos y las Areas do metalizacidn -
subyacentes.

Ias interconexiones de sefiales enire las diver- |
sas escamas 22, 22!, etc, de cireuito integrado monolitico
son provistas & través del cuesdro de cireuito impreso de
capas miltiples 42. El material utiliZado como aislgmiento
entre las capas de metalizacidn en el cuadro de circuito
42 debe tener una constante dieléetrica extremadamente ba-
ja, para disminuir al nivél més bajo posible la_capacitan—
cia distribuida a 10 largo de las lineas de sefial. Los ma~
teriales cerdmicos alealino-térreos de porcelsna tienen una
constante dieléctrica de aproximadamente 5 y son adecuados;'
para tal uso. Aungue algunos materiales orgsfiicos, por ejeﬁy

341637
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plo tales como el Tefldén (una marca registrala de lag Du-

pont Co.) tienen una constante dieléctrica de tan solo 2,2,

los materigles cerimicos ofrecen tolerancias mecinicgs mu—

.cho mejores que los orgénicos. Por ejemplo, en las liminas

de Teflon y cobre, pueden situarse agu;eros pasantes reves-

tldos a 1,27 mm entre si, mientras que en materiales ceri-

‘micos, pueden situarse agujeros pasantes de 0,10 mm de dié~

metro con separaciones entre centros de 0,20 mm, Como con-

“secuencila, se consiguen actualmente densidades de empague-

tado muy superiores con los materiales cerdmicos, y su uso

viene impuesto en tales montajes.

La capa de metalizacién 52 proporcions interco-
nexiones de dimensibn X mientras que la capa de metaliza-
cidén 54 proporciona interconexiones de dimensibn Y. Los
conectadores de agujero pasante tales como el representa-
do en 58 proporcionan interconexiones entre las coordeng-
das XeY de cablegdo, proporcionando los conectadores simi-
lares de agujero pasante en 84 interconexiones entre algu-
ngs de las coordenadas de cableado y los espirragos 48 de
interconexidn exteriores. Un plano 56 puesto a tierra se-
pars las capas 52 y 54 de interconexidn de sefigles y pro-
porciona la impedancia caracteristica requerida para cada
una de esas capas de metalizacibn. Concretamente, el espe-
sor del material dieléctrico 80 estd estrechamente contro~
lado pars conseguir una impedancie caracteristica deseada
para las capas de metalizacibn 52 y 54 e impedir la in-
teraccidn de sefigles entre ellas.

Las clavijas 46 se extienden a través de la pla-
ca de refuerzo 44 y conecten, por intermedio de conectadoQ

res de agujero pasante, con la capa de metalizacibn 54, -

341637
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proporcionando con ello las interconexiones deseadas de po-
tencia y de sefial con los otros mbédulos, ILas conexicnes de
potencié con los espirragos de potencig 50 se estgblece por
intermedio de conectadores de agujero pasante (por ejemplo
90) con la capa de metalizacifn 54, la cual estd a su vez;
conectada a una de las clavijas 46(No representada).

Como puede verse de la anterior descripeidn del- .
mbédulo, la separacibn de las funciones de interconexidn dé
distribucibn de potencia y de sefiales en cuadros de cir- ;
cuito separados permite que el desacoplamiento sea inqor-%
porado directamente en el circuito de distribucidn de po-?
tencia y que se construyan lineas de circuito de impedan-’
cia controlada en la parte que lleva lg sefial. Adicional—}
mente, el montaje de las escamas interiormente al cuadro 7
de circuito y la eliminacidn del calor en una direccifn, al
tiempo que se proporcionan interconexiones de sefial en la:
otra, proporciona ung utilizgcibn de espacio extremalamen—
te eficaz y alta densidad de empaquetado. Por otra parte,
lg fnica placa de enfriemiento mantiene todas las escemas
a sustancialmente la misme temperatura, un factor impor-
tante en el seguimiento de los componentes.

Refiriéndonos ghora a la Fig., 3, se han represen=-
tado una pluralidad de mbédulos 10 enoﬂufados en un cuadro
de circuito 100 de capas miltiples. Un colector de agua de
refrigeracifn 102 (con su parte superior arrancada) ajusta
directamente sobre los mbdulos y cuenta con orificios en
los cuales acopla la seccibn 60 de la placa de refrigera- -
cibn., Rodeando a cada seceidn 60 de placa de refrigeraciéﬁ
hay wna junta térica 104, la cual impide gue se escape el

refrigerante liguido. Ia enirada 106 proporciona el £ldido
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refrigerante que circula sobre la parte superior de las
secciones 60 de la placa de refrigeracidn y elimina el -
~calor desde ellas por la lumbrera de salide.
; Min cuando el invento se ha descrito y represen—
5 | ftado en particular con referencia g una reglizacibén prefe-

:rida del mismo, comprenderan los expertos en la téenica
‘que pueden efectuarse en el mismo los anteriores y otros
cembios en formar y en detalles, sin desviarse del espiri-
tu ni rebasar el alcance del invento.

10 | Estg solicitud gue corresponde a la presentada
‘en los Estados Unidos de América, el dig 13 de Junio de
1.966, con el nimero 557.086, se acoge a 1los beneficios
del articulo 51 del vigente Estatuto sobre Propiedad In-

dustrial,.
15 - N O T A =

Los puntos de invencién propia y nueva que se
presentan para que sean objeto de esta solicitud de Paten-
te de Invencién, en Espafia, por VEINTE afios, son los si-
guientes:

20 1.~ Un montaje de ecircuito electrénico en forms
de paquete que comprende la combinacildn siguiente: un pri-
mer cuadro de eircuito provisto de aberturas que tiene un
par de caras, un dispositivo semiconductor colocado en ca-
da una de dichas gberturas, un segundo cuadro de circuito

25 situado adyacente a una cara de dicho primer cuadro de cir-
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‘segundo, y medios de refrigeracibn situados adyacentes g

cuito, medios que conectan entre si dichos dispositivos !

semiconductores con dichos cuadros de circuito primero y

la otra cara de dicho primer cuadro de circwito pars men-

tener sustanciglmente al mismo nivel las temperaturas de

todog los citados dispositivos semiconductores, i
2.~ El montaje segin la reivindicacibn 1, en qu;
dicho primer cuadro de eircuito provisto de aberturas in—?
cluye un material gislante que tiene una elevada GOnstanteé
dieléctrica y que estd adaptado para distribuir voltajes ;
de glimentacidn de energia eléctrica. | _ -é
3.~ El montaje segin la reivindicaecién 2, en qué
dicho cuadro de circuito provisto de gberturas comprende 5
wa pluraglidad de capas de distribucibn de glimentacidn
de energla eléctrica con capas de potencial de referencia -
dispersas entre ellas, comprendiendo cada capa de alimenta}
cibn de energla elécirica un material conductor situado so-
bre dicho material aislante de elevada constante dieléetri-
ca.

4.- E1 montaje segin la reivindicacifn 3, en que
dicho segundo cusdro de circuito incluye un material éis-
lante que tiene una baja constente dieléetrica y que estd
adaptado para distribuir voltajes de sefial,

5.~ Bl montaje segin la reiwindicacibn 4, en qué
dicho segundo cugdro de circuito comprende una multipl;ci-é
dad de capas de sefial intercalades con capas de potencial
de referencia, comprendiendo cada capa de sefial un material
altamente conductor situado sobre una limina de material -
alslante de baja constante dieléetrica.

6.~ Bl montaje segln la reivindicacién 5, en que

341637
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e A e B

dichos medios de refrigeracidn comprenden un material de

elevada conductividad térmica el cual esti unido en comin

a todos los citados dispositivos semiconductores.

7.~ Bl montaje segin la reivindicacibn 6, en qué

‘dichos medios de refrigeracidn comprenden una placa pro-

vista de una pluralidad de pedestsles, extendiéndose ca-

tda uno de dichos pedestales en ung abertura en dicho pri-

mer cuadro de cirecuito y que tiene un dispositivo semicon-

ductor unido g é1.

8.~ E1 montaje degin la reivindicacibn 7, en que

'dichos medios de interconexifn impiden que dichos cuadros

de circuito primero y segundo hagan contacto fisicamente
entre si, al tiempo que simultineamente proporcionan in-
terconexiones eléctricas entre ellos.,

9.~ E1 montaje segin la reivindicacién 8, en que
se han provisto medios de interconexién de sefial en la ca-
ra de dicho segundo cusdro de circuito que estd cpuesta al

adyacente de dicho primer cuadro de circuito provisto de

aberturas.

10.- E1 montaje segin la reivindicacidén 3, en que

lg cara de dicho cuadro de circuito provisto de aberturas

que estd frente a dicho segundo cuadro de circuito esti

provista de una capa de material aislante de baja constan~

te dieléctrica, sobre la cugl estin situados una parte de

dichos medios de interconexibn, con lo que la alta capaci-
tancig del sistema de distribucidn de energla eléctricg -
eatd aislads del sistema de interconexidn de sefiales.

11.- Un montaje de circulto electrénico en for-

na de paquete.

Tal y como se ha descrito en la Memoria que an-

341637
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tecede, representado en los dibujos que se acompafian yfcon
los fines que se han especificado.
Esta Memoris consta de dieciocho hojas escritas

a miquina, por una sola cara.

BaL ’qu’?
Madrid, 46 i B

, 341637
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